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１．概要（Summary ）： 
文部科学省の GRENE 事業の一環として鉛フリー

圧電薄膜を応用した振動発電デバイスを NIMS、神戸

大学・神野教授と共同で開発している。非鉛圧電

(K,Na)NbO3 薄膜(KNN)での振動デバイスの開発を

行っている。本研究では、KNN 薄膜での発電デバイ

ス作製の予備実験として、性能が安定している PZT
薄膜を用い発電デバイスを作製した。 
２．実験（Experimental）： 

スパッタ法によりPZT薄膜を単結晶MgO基板上に

成膜した。得られた薄膜をエキシマレーザ（波長

248nm）を用い、レーザーを MgO 基板裏面から照射

し、PZT 薄膜を剥離しステンレス板に転写形成した。

ステンレス板からなるカンチレバー状の PZT 薄膜の

発電特性を調べた。 
３．結果と考察（Results and Discussion）： 
 Fig. 1 にレーザー転写のプロセスを示す。プロセス

は以下のように行った。①PZT をMgO 基板上に成膜、

②MgO 基板裏面からエキシマレーザーを照射し、

PZT 薄膜を MgO 基板から剥離し、ステンレス基板上

へ転写形成する（③）。 
 Fig. 2 にレーザー転写前後の PZT 薄膜の X 線回折

パターンを示す。 図から明らかな様に、レーザー転

写前後において PZT 薄膜の結晶構造は変化していな

い。 

   
Fig.1  Process flow of laser lift-off of PZT thin film. 

 
Fig.2  X-ray diffraction patterns of before and after 
laser lift-off PZT thin films. 

          

Fig. 3  Output power dependence of acceleration of PZT 

thin film on the stenless substrate.  
 ステンレス板上の PZT 薄膜は加速度 7.5m/s2 で

50uW の発電量を得た（Fig,3）。今後は KNN 薄膜を

用い同様の手法により発電デバイスを作製する。 
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